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摘要(译)

本发明提供一种MEMS和具有MEMS的传感器，该MEMS可以在没有蚀
刻牺牲层的工艺的情况下形成。通过使用间隔层形成间隙来形成MEMS
和具有MEMS的传感器。在使用间隔层形成间隙的MEMS中，不需要用
于形成牺牲层的工艺和牺牲层的蚀刻工艺。结果，对蚀刻时间没有限
制，因此可以提高产量。
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